09年报考上海交大材料学,下面是今年材料科学基础四道大题题目:
1,求_mm处渗碳浓度为_的时间(_为具体数字),其中误差函数对应的值给出,扩散系数需要通过题目中给的温度和扩散常数计算.(20分)
2.标注晶面及晶向,写出位错反应(大体内容,原题还有条件).(20分)
3.合金和纯金属凝固过程(凝固条件,凝固组织)的异同.(15分)
4.5%的过共晶白口铸铁室温平衡凝固组织中各种类型渗碳体的含量.(20分)
小题共25题,每题3分
我参加了2010年的考研，报考的是上海交通大学材料学，很遗憾，数学没考好，调剂去了上海大学，把10年交大的专业课题大概整理了一下.

交大专业课不是很难，但一定要复习的仔细。

把前几年的真题好好做做。

希望对大家会有帮助。

一，选择题（3*25）

1，固溶强化可以提高：a，屈服强度 b，抗拉强度 c，断裂强度

2，两个韧型位错相交_____形成割接&nbsp; &nbsp;a，一定能 b，不一定能 c，一定不能

3，下列是热塑型材料的是

4，下列是外延生长的是 a，二维 b，三维 （这个选项记不清了，是气象沉积那一节的）

5，下列致密度最高的是 a，Al&nbsp; &nbsp;b，Zn&nbsp;&nbsp;c，一个体心的，忘了具体是什么了

6，再结晶后长大过程中D与t的关系

7，三元相图中平衡反应有几相

8，金属材料的颜色与____有关 abc，反射，投射，吸收什么的

9，回复阶段主要影响&nbsp; &nbsp;（答案是电导率，选项记不清了，有一个干扰项）

二，大题：

1 晶体结构的，就是最一般的那种，画体心和面心的图和它要求的晶面，晶向

2画铁碳相图，写出平衡反应时的反应式

3扩散题，最基础那种，2004-2007真题中的几乎一样，其中涉及扩散距离与时间的关系了

4 位错只是加晶体学知识考核，（可以画图也可以纯计算，个人感觉画图简单些），就是告诉你位错类型和位错线方向然后求这个位错的各种参数和半原子面什么的，最后是写出分解成肖克利位错的反应式

5说明金属，半导体，绝缘体的导电性差异的原因（十章内容，用价带理论解释那种题）
